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B INTRODUCCION

En los Ultimos anos han surgido mulfiples estudios
sobre el desarrollo de materiales para la fabricacion
de una nueva generacion de baterias, capaces de
cubrir las crecientes necesidades energéeticas de la
sociedad. Los mejores candidatos son los oxidos de
los metales de transicidon, ya que presentan altos
valores de capacidad tedrica que van desde 500-
1000 mA.h/g, valores que doblan a los de las
baterias convencionales de grafito[1].

SINTESIS

(NH,) M0,0,, (+ C)+ 6HNO, > 7MoO, (@C)+ 6NH,NO, + 7H,O

Gota a gota

Con objeto de obtener materiales con propiedades electroquimicas
optimizadas, hemos disenado “composites” que combinen una alta
capacidad de almacenamiento de carga, como es el caso de la fase
hexagonal del oxido de molibdeno (h-MoO,), con los grandes valores de
conductividad que posee el Grafeno/oxido de Grafeno (GO) [2].
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